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ＣＨＩＮＥＳＥＪＯＵＲＮＡＬＯＦＬＵＭＩＮＥＳＣＥＮＣＥ
Ｖｏｌ３０ Ｎｏ６

Ｄｅｃ．，２００９

ＡｒｔｉｃｌｅＩＤ：１０００７０３２（２００９）０６０７８７０５

ＥｆｆｅｃｔｏｆＢｕｆｆｅｒＬａｙｅｒＧｒｏｗｔｈＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｎＳｔｒｕｃｔｕｒａｌ
ａｎｄＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ
ｗｉｔｈＴｗｏＳｔｅｐＧｒｏｗｔｈＴｅｃｈｎｉｑｕｅ

ＺＨＡＮＧＴｉｅｍｉｎ１，ＭＩＡＯＧｕｏｑｉｎｇ２，ＳＯＮＧＨａｎｇ２，
ＪＩＡＮＧＨｏｎｇ２，ＬＩＺｈｉｍｉｎｇ２，ＦＵＪｕｎ１，ＹＡＮＬｉｎａ１

（１．ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＰｈｙｓｉｃｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＨａｉｎａｎＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｈａｉｋｏｕ５７１１５８，Ｃｈｉｎａ；

２．ＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＥｘｃｉｔｅｄＳｔａｔｅＰｒｏｃｅｓｓｅｓ，ＣｈａｎｇｃｈｕｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＯｐｔｉｃｓ，ＦｉｎｅＭｅｃｈａｎｉｃｓａｎｄＰｈｙｓｉｃｓ，

ＴｈｅＣｈｉｎｅｓｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ１３００３３，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｗａｓｇｒｏｗｎｂｙｌｏｗｐｒｅｓｓｕｒｅｍｅｔａｌｏｒｇａｎｉｃｃｈｅｍｉｃａｌｖａｐｏｒｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ（ＬＰＭＯＣＶＤ）ｏｎＩｎＰ
ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｗｉｔｈｔｗｏｓｔｅｐｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅ．Ｅｆｆｅｃｔｏｆｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｇｒｏｗｔｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｎｓｔｒｕｃｔｕｒａｌａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ
ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｗａｓａｎａｌｙｚｅｄ，ｗｈｉｃｈｗａｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄｂｙｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ（ＳＥＭ），Ｒａｍａｎ
ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇａｎｄＨａｌｌｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｅｐｉｌａｙｅｒｓｈａｖｅｃｌｏｓｅｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｂｕｆｆｅｒ
ｌａｙｅｒｇｒｏｗｔｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｏｐｔｉｍｕｍｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｇｒｏｗｔｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓａｂｏｕｔ４５０℃．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ；ＭＯＣＶＤ；ｂｕｆｆｅｒ；ｇｒｏｗｔｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ＣＬＣｎｕｍｂｅｒ：Ｏ４７２．１；Ｏ４７２．４　　　ＰＡＣＳ：７２．２０．－ｉ　　　ＰＡＣＣ：７２２０　　　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｃｏｄｅ：Ａ

　　Ｒｅｃｅｉｖｅｄｄａｔｅ：２００９０２２３；Ｒｅｖｉｓｅｄｄａｔｅ：２００９０９０１
　　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｉｔｅｍ：ＰｒｏｊｅｃｔｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（５０６３２０６０）；ＳｃｉｅｎｃｅＲｅｓｅａｒｃｈＩｔｅｍｏｆＤｏｃｔｏｒｏｆＨａｉｎａｎＮｏｒｍａｌ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（００２０３０２０４）
　　Ｂｉｏｇｒａｐｈｙ：ＺＨＡＮＧＴｉｅｍｉｎ，ｍａｌｅ，ｂｏｒｎｉｎ１９６８，ＪｉｌｉｎＰｒｏｖｉｎｃｅ．Ｄｏｃｔｏｒ．Ｈｉｓｗｏｒｋｆｏｃｕｓｅｓｏｎｔｈｅｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ．

Ｅｍａｉｌ：ｚｈａｎｇｔｉｅｍｉｎ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ，Ｔｅｌ：（０８９８）６５９１９３１２
　　　 ：ＣｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇＡｕｔｈｏｒ；Ｅｍａｉｌ：ｍｉａｏｇｑ＠ｃｉｏｍｐ．ａｃ．ｃｎ，Ｔｅｌ：（０４３１）８６１７６３２６

１　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
Ｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｔｈｅｒｅｈａｖｅｂｅｅｎｇｒｅａｔｎｅｅｄｓｆｏｒ

１～３μｍｉｎｆｒａｒｅｄｄｅｔｅｃｔｏｒｓ，ａｎｄｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔ
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓａｒｅｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄｓｏｆｓｐａｃｅｉｍａｇｉｎｇ（ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇｅａｒｔｈｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ，ｒｅｍｏｔｅｓｅｎｓｉｎｇ，ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔａｌｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ， ｅｔｃ［１］） ａｎｄ ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ．
ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓｉｓｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｍａｔｅｒｉａｌｆｏｒｌｉｇｈｔｅｍｉｔ
ｔｅｒｓ，ｆｉｅｌｄｅｆｆｅｃｔｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ，ｔｈｅｒｍｏｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｄｅ
ｖｉｃｅｓａｎｄｄｅｔｅｃｔｏｒｓ［２～５］，ｅｔｃ．Ｏｎｅｏｆｔｈｅｇｏａｌｓｏｆ
ｇｒｏｗｉｎｇＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｉｓｔｏｅｘｔｅｎｄｔｈｅｒｅｓｐｏｎｓｅ
ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅＩｎｘＧａ１－ｘＡｓｎｅａｒｉｎｆｒａｒｅｄｄｅｔｅｃｔｏｒ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ａｌａｒｇｅｌａｔｔｉｃｅｍｉｓｍａｔｃｈｂｅｔｗｅｅｎｅｐｉｌａｙｅｒ
ａｎｄｓｕｂｓｔｒａｔｅｒｅｓｕｌｔｓｉｎｐｏｏｒｍａｔｅｒｉａｌｑｕａｌｉｔｙ．Ｉｎｏｒ
ｄｅｒｔｏｏｖｅｒｃｏｍｅｔｈｉｓｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ，ｍａｎｙｓｃｈｅｍｅｓ［６～８］

ｈａｖｅｂｅｅｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄ．Ｔｗｏｓｔｅｐｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅｈａｓ
ｂｅｅｎａｄｏｐｔｅｄｉｎｇｒｏｗｉｎｇｈｉｇｈｌｙｍｉｓｍａｔｃｈｅｄｈｅｔｅｒｏ
ｅｐｉｔａｘｙｌａｙｅｒ．Ｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒａｔｌｏｗ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓｆｏｌｌｏｗｅｄｂｙａｎｎｅａｌｉｎｇａｎｄｔｈｅｎ
ｇｒｏｗｔｈｏｆｅｐｉｌａｙｅｒａｔｈｉｇｈｅｒｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ［９］．Ｔｈｅｌｏｗ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｄｅｐｏｓｉｔｅｄｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｉｓｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏａｃｔ
ａｓａｔｅｍｐｌａｔｅｆｏｒｓｕｃｃｅｅｄｉｎｇｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｇｒｏｗｎ
ｅｐｉｌａｙｅｒａｎｄｔｏａｃｃｏｍｍｏｄａｔｅｌａｔｔｉｃｅｓｔｒａｉｎｃａｕｓｅｄｂｙ
ｂｏｔｈｌａｔｔｉｃｅｍｉｓｍａｔｃｈａｎｄｔｈｅｒｍａｌｏｎｅ．Ｉｎｔｈｅｔｗｏ
ｓｔｅｐｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，ｔｈｅｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｈａｓｂｅｃｏｍｅ
ａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｓｓｕｅａｎｄａｎａｃｔｉｖｅｌｙｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ
ｓｕｂｊｅｃｔ．ＳｉＧｅ，ＡｌＧａＮ，ＩｎＡｓａｎｄＧａＮ［１０～１３］ｗｉｔｈｔｈｅ
ｔｗｏｓｔｅｐｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅｗｅｒｅｒｅｐｏｒｔｅｄ．Ｗｅｒｅｐｏｒ
ｔｅｄｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆＩｎｃｏｎｔｅｎｔｏｆｔｈｅｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒ［１４］ｏｎ
Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｅｐｉｌａｙｅｒ．Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ＬＰＭＯＣＶＤ
ｇｒｏｗｔｈｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８ＡｓｅｐｉｌａｙｅｒｏｎＩｎＰｓｕｂｓｔｒａｔｅ
ｗｉｔｈｔｈｅｔｗｏｓｔｅｐｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅｗａｓｒｅｐｏｒｔｅｄａｎｄ
ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｇｒｏｗｔｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｎｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｅｐｉｌａｙｅｒｗａｓｓｔｕｄｉｅｄ．Ｔｈｅ
ＳＥＭ，ＲａｍａｎｓｃａｔｔｅｒｉｎｇａｎｄＨａｌｌｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｗｅｒｅ
ｕｓｅｄｔｏｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｅｐｉｌａｙｅｒ．
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２　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ
ＡｌｌｓａｍｐｌｅｓｗｅｒｅｇｒｏｗｎｏｎｓｅｍｉｉｎｓｕｌａｔｉｎｇＩｎＰ

（１００）ｓｕｂｓｔｒａｔｅｂｙＬＰＭＯＣＶＤｗｉｔｈｔｈｅｔｗｏｓｔｅｐ
ｇｒｏｗｔｈｔｅｃｈｎｉｑｕｅ．Ｔｈｅｇｒｏｗｔｈｗａｓｐｅｒｆｏｒｍｅｄｕｓｉｎｇ
ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｉｎｄｉｕｍ（ＴＭＩ），ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｇａｌｌｉｕｍ（ＴＭＧ），
ａｎｄ１０％ ａｒｓｉｎｅ（ＡｓＨ３）ｉｎＨ２ａｓｐｒｅｃｕｒｓｏｒｓ．Ｐａｌｌａ
ｄｉｕｍｄｉｆｆｕｓｅｄｈｙｄｒｏｇｅｎｗａｓｕｓｅｄｆｏｒｃａｒｒｉｅｒｇａｓ．
Ｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｏｎａｇｒａｐｈｉｔｅｓｕｓｃｅｐｔｏｒｗａｓｈｅａｔｅｄｂｙ
ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｉｎｇｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙｐｏｗｅｒ，ｔｈｅｔｅｍ
ｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓｄｅｔｅｃｔｅｄｂｙａｔｈｅｒｍｏｃｏｕｐｌｅ，ａｎｄｔｈｅ
ｒｅａｃｔｏｒｐｒｅｓｓｕｒｅｗａｓｋｅｐｔａｔ１００００Ｐａ．Ｔｈｅｇｒｏｗｔｈ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｗａｓｓｅｌｅｃ
ｔｅｄｆｒｏｍ４１０℃ ｔｏ４７０℃，ａｎｄｂｕｆｆｅｒｔｈｉｃｋｎｅｓｓｗａｓ
ｆｉｘｅｄａｔ１００ｎｍ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｅｐｉｌａｙｅｒ
ｗａｓｇｒｏｗｎａｔ５３０℃，ａｎｄｉｔｓｔｈｉｃｋｎｅｓｓｗａｓｆｉｘｅｄａｔ
８００ｎｍ．ＳｕｒｆａｃｅｍｏｒｐｈｏｌｇｙｏｆＩｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓｅｐｉｌａ
ｙｅｒｗａｓｓｔｕｄｉｅｄｂｙｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ．
ＳｔｒｅｓｓｏｆｅｐｉｌａｙｅｒｗａｓｓｔｕｄｉｅｄｂｙＲａｍａｎｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
ｓｈｉｆｔ（ΔΩ）ｏｆＧａＡｓｌｉｋｅＬＯｐｈｏｎｏｎ．ＴｈｅＲａｍａｎ
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｗｅｒｅｐｅｒｆｏｒｍｅｄａｔｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｎ
ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｇｅｏｍｅｔｒｙ，ｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅ５１４ｎｍｌｉｎｅ
ｏｆａｎＡｒ＋ ｌａｓｅｒｗａｓｕｓｅｄｆｏｒｔｈｅｅｘｃｉｔｉｎｇｌｉｇｈｔａｎｄ
ｉｎｃｉｄｅｎｔｌｉｇｈｔｏｎｔｈｅｓａｍｐｌｅｓｗａｓｋｅｐｔｔｏｔｈｅｓａｍｅ
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ．Ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｗｅｒｅｍｅａｓｕｒｅｄ

ｕｓｉｎｇＶａｎｄｅｒＰａｕｗｔｅｃｈｎｉｑｕｅａｔｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．

３　ＲｅｓｕｌｔｓａｎｄＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎ
Ｆｉｇ．１（ａ）～（ｄ）ｓｈｏｗｓｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ
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缓冲层生长温度对 Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ
薄膜结构及电学性能的影响

张铁民１，缪国庆２，宋　航２，蒋　红２，李志明２，傅　军１，颜丽娜１

（１．海南师范大学 物理与电子工程学院，海南 海口　５７１１５８；

２．中国科学院激发态物理重点实验室 长春光学精密机械与物理研究所，吉林 长春　１３００３３）

摘要：采用低压金属有机化学气相沉积（ＬＰＭＯＣＶＤ）技术，两步生长法在 ＩｎＰ衬底上制备 Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ材
料。研究缓冲层的生长温度对Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ薄膜的结构及电学性能的影响。固定外延薄膜的生长条件，仅改
变缓冲层生长温度（分别为４１０，４３０，４５０，４７０℃），且维持缓冲层其他生长条件不变。用拉曼散射研究样品的
结构性能，测量四个样品的拉曼散射光谱，得到样品的ＧａＡｓ的纵向光学（ＬＯ）声子散射峰的非对称比分别为
１．５３，１．５２，１．３９和１．７６。测量样品的霍耳效应表明，载流子浓度随缓冲层生长温度变化而改变，同时迁移率
也随缓冲层生长温度变化而改变。通过实验得出：缓冲层的生长温度能够影响Ｉｎ０．８２Ｇａ０．１８Ａｓ薄膜的结构及电
学性能。最佳的缓冲层生长温度为４５０℃。

关　键　词：铟镓砷；金属有机化学气相沉积；缓冲层；生长温度
中图分类号：Ｏ４７１．１；Ｏ４７２．４　　　ＰＡＣＳ：７２．２０．－ｉ　　　ＰＡＣＣ：７２２０　　　文献标识码：Ａ
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　　收稿日期：２００９０２２３；修订日期：２００９０９０１
　　基金项目：国家自然科学基金重点（５０６３２０６０）；海南师范大学博士基金（００２０３０２０４）资助项目
　　作者简介：张铁民（１９６８－），男，吉林人，博士，主要从事光电子材料的研究。
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８６１７６３２６

《发光学报》网上在线投稿通知

由于学报发展的需要，《发光学报》网站已经建成开通，欢迎广大作者浏览我们的网

页并提出宝贵意见，共同建好这个为广大作者和读者进行交流以及展示作者相关科研成

果的平台。《发光学报》网页上建有网上在线投稿平台，从２００６年开始，我们主要接收网
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